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■ はじめに 
エレクトロニクスデバイスの小型化・高機能化のため異

種材料の集積化が求められており，我々の研究グループ
では，Auを中間層とした表面活性化接合の研究を進めて
いる．Au-Au表面活性化接合の原理を図1に示す．Au-Au
表面活性化接合とは，プラズマによってAu表面の有機物
を取り除き，活性化したAu表面同士を接触させることで，
常温～150 ℃程度という低温で接合を行う手法である．一
方，同接合手法においては，金属原子同士を接触させる
ため，平滑な表面を用意し，かつ高い荷重を加える必要
があった． 

近年，鏡面研磨した基板上に極薄(厚み50 nm以下)の
Au薄膜を形成することで，非常に平滑なAu表面を形成す
ることで，大気中・常温・無加圧という理想的な条件での接
合に成功している．1) 本発表では，同接合手法について
報告する． 

 
■ 活動内容 
１．接合試料・接合方法 

鏡面研磨したSi基板表面に，スパッタによって厚み5 nm
のTi，厚み15 nmのAu薄膜を成膜した．なお，TiはSi基板
とAuとの密着層である．Au成膜後のSi基板にArプラズマ
を照射しAu表面を活性化させた後，ウェハ同士を重ね，ウ
ェハの中心部をピンセットで押すことで接合した． 

 
２．接合結果 

接合したサンプルの赤外線(IR)画像を図2に示す．一部
パーティクルによって接合できていない個所はあるものの，
大気中・常温化においてウェハの中心をピンセットで押す
だけで，ほぼウェハ全面に渡って接合できていることが分
かる．接合した界面を観察するため，接合したサンプルの
断面TEM(Transmission Electron Microscope)観察を行っ
た．結果を図3に示す．図3より，原子レベルでの良好な接
合が行えていることがわかる．2) また接合したサンプルの
接合強度を評価するため，接合したサンプルの間にブレ
ードを挿入するブレード試験3)を行っところ，サンプル界面
にブレードを挿入することができないほど，強固な接合が
得られていた． 
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図 1 Au-Au 表面活性化接合の原理 
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図 2 接合後のウェハの IR 画像． 
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図 3 接合したサンプルの断面 TEM 画像． 
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